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平成２３年度実施方針 

電子・材料・ナノテクノロジー部 

 

１． 件名：プログラム名 エネルギーイノベーション／ＩＴイノベーションプログラム／ 

ナノテク・部材イノベーションプログラム 

（大項目） 次世代照明等の実現に向けた窒化物半導体等基盤技術開発 

２． 根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号 

３． 背景及び目的、目標 

地球温暖化問題は、世界全体で早急に取り組むべき最重要課題であり、経済・社会活動と

地球環境との調和を実現することが求められており、情報、環境、安全・安心、エネルギー

等、経済・社会活動を支えるあらゆる分野で省エネルギー化を図る画期的な技術革新が求め

られている。 

これを実現するためには、従来のデバイスと比較して、機能・特性の向上や新機能の発現

により、更なる省エネルギー化が期待できる化合物半導体や有機物半導体などの新材料を用

いたデバイスに関する基盤技術を推進する必要がある。 

新材料デバイスの適用領域としては、白熱電球や蛍光灯といった従来照明を LED や有機 EL

へ置き換えることにより省エネルギー化や高機能化が期待できる照明分野や、情報通信機器

のみならず自動車や医療機器など広範な分野の製品の省エネルギー化、高機能化が期待され

る窒化物半導体を用いたワイドバンドギャップ半導体の分野がターゲットとなる。 

しかし、照明に関しては、寿命・発光効率・演色性の観点で高効率・高品質な性能に加え

て、材料、並びに製造プロセスのコストを低減させる必要があり、その為には既存技術の改

良にとどまらない基盤的な研究開発が不可欠である。また、LED や有機 EL といった次世代照

明の普及促進のためには、国際標準化フォローアップ活動や次世代照明の用途探索活動など、

研究開発以外の側面支援も必要である。 

また、窒化物半導体に関しては、高周波演算素子やパワーデバイス等の高性能デバイスを

実現する上で十分な品質の結晶作製が実現しておらず、既存のバルク半導体単結晶成長技術

やエピタキシャル成長技術を超える基盤技術の確立が不可欠である。本プロジェクトでは、

これら課題を解決するための基盤技術開発ならびに国際標準化等の研究開発支援を行うこと

により、我が国のエネルギー消費量削減に貢献するとともに、地球温暖化抑制につなげるこ

とを目的として実施する。 
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上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき研

究開発を実施する。  

 

研究開発項目①次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発 

（１） LED 照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

[委託] [共同研究（NEDO 負担率：１／２）] 

（２） 有機 EL 照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

[委託] [共同研究（NEDO 負担率：１／２）]  

（３）戦略的国際標準化事業[委託] 

 

研究開発項目②ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 

－窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発 

（１）高品質大口径単結晶基板の開発[委託] 

（２）高品質大口径エピタキシャル成長技術の開発[委託] 

（３）窒化物半導体単結晶基板上電子デバイスの評価[委託] 

 

各研究開発の達成目標を以下に示す。 

 

研究開発項目①次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発 

（１） ＬＥＤ照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

  ステージⅠ達成目標（平成２２年度） 

（ａ）窒化物等結晶成長手法の高度化に関する基盤技術開発 

バルク結晶成長方式、板状結晶成長方式いずれでも 5～10mm 角サイズの結晶の作成お

よび LED デバイスとしての評価を行い、発光効率 175 lm/W 以上、平均演色評価数 80

以上の達成可否を検証する。 

（ｂ）基板の応用によるデバイス技術の開発 

5～10mm 角サイズの結晶の作成および LED デバイスとしての評価を行い、発光効率 175 

lm/W 以上、平均演色評価数 80 以上の達成可否を検証する。 

ステージⅡ達成目標（平成２５年度） 

（ａ）窒化物等結晶成長手法の高度化に関する基盤技術開発 

バルク結晶成長方式で、結晶欠陥１０４ｃｍ－２以下、ＬＥＤ発光波長領域において光

吸収が極めて少なく、かつ研磨後の基板サイズが４inch 以上となる結晶成長技術を、

板状結晶成長方式で、結晶欠陥が１０６ｃｍ－２以下、ＬＥＤ発光波長領域において光

吸収が極めて少なく、かつ研磨後の基板サイズが６inch 以上となる結晶成長技術を、

それ以外の手法においては、上記基板サイズの大型化に相当する生産性を実現する技

術をそれぞれ確立する。 
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いずれの手法においても、ＬＥＤデバイスとして発光効率２００ ｌｍ／Ｗ以上かつ

平均演色評価数８０以上を達成する。またＬＥＤデバイスにした場合のコストを評価

するための試算を行う。 

（ｂ）基板の応用によるデバイス技術の開発 

ＬＥＤデバイスとして発光効率２００ ｌｍ／Ｗ以上、平均演色評価数８０以上を達

成する。またＬＥＤデバイスにした場合のコストを評価するための試算を行う。 

（２） 有機ＥＬ照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

 ステージⅠ達成目標（平成２２年度） 

 発光面積１００cm2 以上で発光効率 １３０  lm/W 以上、平均演色評価数 ８０以上、

輝度 １，０００cd/m2 以上、輝度半減寿命 4 万時間以上の有機 EL 照明実現の技術課題を

明確にして、具体化する実行計画を策定する。理論解析・光学シミュレーション等により

実現方式の光学設計を行い、プロトタイプ試作により発光面積25cm2以上で発光効率50 lm/W

以上、平均演色評価数 80 以上、輝度 １，０００cd/m2 以上、輝度半減寿命１万時間以

上の有機 EL 照明光源を実現する。 

また高効率な製造プロセス実現に必要とされる要件を明確にして設計・製作及び基本デー

タの収集を行い、要件を充足していることを検証する。 

ステージⅡ達成目標（平成２５年度） 

発光面積１００ｃｍ２以上で効率 １３０ ｌｍ／Ｗ以上、平均演色評価数 ８０以上、

輝度 １，０００ｃｄ／ｍ２ 以上、輝度半減寿命４万時間以上の有機ＥＬ照明光源を実現

すると同時に、コストを評価するための試算を行う。 

 

（３） 戦略的国際標準化事業 

最終目標（平成２５年度） 

（ａ）LED 光源並びに LED 照明器具の性能評価方法の国際標準化に係る研究開発 

ＬＥＤは、従来の白熱電球や蛍光ランプとは発光形態が大きく異なるため、従来の白

熱電球や蛍光ランプで定められた国際規格および国内規格による定義、測定方法、照明

方法などをそのまま適用できない場合があり、ＬＥＤ照明の性能を正しく定めることが

出来ない状況にある。光の強さ、色、寿命等、ＬＥＤ照明の性能を正しく試験評価する

ために必要な研究開発課題を設定して、研究開発を進め、標準化活動に寄与する。 

 

（ｂ）有機ＥＬ照明に関する国際標準化 

標準規格化を行う際に必要な光源／器具測光方法・測色方法の研究として、測光設備

を利用した測光方法の研究・方式検討・試験・評価・検証を行い、基礎データを集積す

して報告書にまとめ、標準化活動に寄与する。 

 

研究開発項目②ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 
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－窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発 

（１） 高品質大口径単結晶基板の開発  

最終目標（平成２３年度） 

４インチ有極性単結晶基板、及び３～４インチ無極性単結晶基板を実現する。有極性単

結晶基板では転位密度＜5×103cm－2、無極性単結晶基板では転位密度＜10５cm－2、積層欠陥

密度＜10３cm－１の特性を得る。また、伝導度制御として、導電性基板では比抵抗＜10－２Ω･

cm、高抵抗基板では比抵抗＞10６Ω･cmの特性を得る。  

 

（２） 高品質大口径エピタキシャル成長技術の開発 

最終目標（平成２３年度）  

無欠陥へテロ接合構造を実現するために、高品質、高導電性制御されたエピタキシャル

成長法を開発し、以下の低欠陥高品質GaN及び混晶エピ層を実現する。  

 

AlGaN及びInGaN混晶エピ成長層において、Al又はIn組成 1≧ｘ≧0.5で  

転位密度＜106cm－2  

ドーピング不純物濃度 N型＞1018cm－3  P型＞1017cm－3  

口径４インチ基板上にて、面内均一度：厚み±１０％、組成：±１０％、  

ドーピング不純物濃度±２０％  

また、GaNエピ成長層において  

残留ドナー濃度＜1015/cm3  

転位密度：有極性基板上で＜5×10３cm－2、無極性基板上で＜105cm－2  

口径４インチ基板上にて、面内均一度：厚み±５％、ドーピング不純物濃度±１０％、  

ドーピング精度±２０％  

また、上記エピ層からなる窒化物半導体ヘテロ構造において  

２次元電子ガス移動度＞2,500cm2/Vs  

 

（３） 窒化物半導体単結晶基板上電子デバイスの評価  

最終目標（平成２３年度） 

有極性単結晶基板上FETと無極性単結晶基板上FETの特性の差違、及びその利害得失の明

確化を行う。また、広い混晶組成範囲における耐圧と結晶欠陥の相関の明確化と研究開発

項目②（１）、（２）へのフィードバック 

 

４． 実施内容及び進捗（達成）状況 

基本計画に基づき、以下の研究開発を実施した。 

４．１ 平成 19 年度～22 年度（委託・共同研究）事業内容 

研究開発項目①次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発（平成 21 年度～22 年度） 
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研究開発項目①（１）（２）については平成２２年度末にステージゲート評価を実施し、

 



 

平成２３年度以降の実施者を決定した。 

 

（１）ＬＥＤ照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

（ａ）窒化物等結晶成長手法の高度化に関する基盤技術開発 

５～１０ｍｍ 角サイズの結晶成長をＨＶＰＥ法、Ｎａフラックス法の２通りの異なる

アプローチで実施した。本結晶を用いてＬＥＤデバイスを作成・評価して、ステージⅠ目

標の発光効率１７５ ｌｍ／Ｗ以上、平均演色評価数 80 以上の性能が達成できることを検

証した。 

 

（実施体制：株式会社イノベーション・センター、大阪大学、名古屋大学、シチズン電子

株式会社、ＮＥＣライティング株式会社、三菱化学株式会社－再委託/共同実

施：三菱樹脂株式会社、東北大学） 

（ｂ）基板の応用によるデバイス技術の開発 

５～１０ｍｍ 角サイズの結晶の作成およびＬＥＤデバイスとしての試作・評価を行

った。ステージⅠ目標の発光効率１７５ ｌｍ／Ｗ以上、平均演色評価数８０以上の性

能を実現するための課題を抽出した。 

 

   （実施体制：名城大学、エルシード株式会社－再委託：リンショピン大学、株式会社ブリ

ヂストン、スタンレー電気株式会社、ウシオライティング株式会社） 

 

（２）有機ＥＬ照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

発光面積１００ｃｍ２以上で発光効率 １３０ ｌｍ／Ｗ以上、平均演色評価数 ８０以

上、輝度 １，０００ｃｄ／ｍ２ 以上、輝度半減寿命４万時間以上の有機ＥＬ照明実現に

当たり、真空蒸着製法及び塗布製膜製法の異なるアプローチについて技術課題を明確にし

た上で本課題を解決する実行計画を策定した。本性能を実現する上で重要な青色燐光材料

の開発に着手し本燐光材料を適用した白色発光デバイス、および本性能を引き出す層設計

技術と光取り出し技術を開発した。発光面積２５ｃｍ２以上の有機 EL パネルのプロトタイ

プ試作を行い、効率５０ ｌｍ／Ｗ以上、平均演色評価数 ８０以上、輝度１，０００ｃ

ｄ／ｍ２以上、輝度半減寿命１万時間以上の性能が達成できることを検証した。加えて生

産効率を向上させる製造プロセス技術として、一貫性蒸着製膜プロセス技術開発、及びRtoR

製造プロセス技術開発に着手して、製造プロセスに要求される条件を明確にした。 

 

（実施体制：パナソニック電工株式会社、出光興産株式会社、長州産業株式会社、タツモ

株式会社、山形大学、青山学院大学、コニカミノルタテクノロジーセンター

株式会社－共同実施：日立造船株式会社、東北大学、北陸先端大学、大阪府

立大学） 
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（ａ）ＬＥＤ光源並びにＬＥＤ照明器具の性能評価方法の国際標準化に係る研究開発 

（i）LED 照明利用技術に関わる評価技術開発 

・LED 照明の色再現性能評価技術開発 

感性的な好ましさに基づいた演色性評価方法に関する既存研究について分析をし、

整理を行った。 

また、RGB3 色に加え、BG、アンバー、Wの計 6色からなる大型の照明装置を試作し、

照明装置の特性測定を行うとともに、同一色温度で波長の組み合わせが異なる条件に

ついて分析を行った。 

・LED 照明のグレア評価技術開発 

LED 照明環境下の不快グレアの程度に関する実験条件の選定を完了した。また、当該

実験条件を満足する照明器具・評価環境の製作に着手した。 

UGR 法を用いた実験条件下での不快グレアのシミュレーションを実施した。 

 

（ⅱ）LED 照明の測光技術の開発 

・LED 照明の配光測定技術の開発 

多受光方式配光測定装置の課題抽出を行い、改造項目の明確化を行った。 

ミラー方式配光測定装置の課題抽出を行い、改造項目の明確化を行った。また、種々

多様な LED 照明器具を選定し、その特徴に合わせた配光測定用の取付治具の開発を行

った。 

LED 照明器具の温度光学特性の事前調査を行った。 

・LED 照明の視作業効率測光技術の開発 

薄明視輝度計に改造可能な 2次元輝度計の調達を行った。 

薄明視輝度の測定手法、計算方法などについて、NIST との情報交換を行いつつ、検

討を実施した。 

また、CIE の技術委員会の最新情報を入手し NIST と検討を重ねた結果、上記 2次元

輝度計以外の方法として、分光放射計や輝度計を用いる方式も抽出され、各機器の調

達を行った。 

（実施体制：東芝株式会社－再委託：財団法人 日本色彩研究所、パナソニック電工株式

会社－再委託：財団法人 電気安全環境研究所） 

（ｂ）有機ＥＬ照明に関する国際標準化 

採択審査により、本事業の委託先を決定した。活動を進めるために必要な測光・測色

環境の整備及び標準化の妥当性を示す基礎データを収集するため、以下の方式検討・提

案・レビューを行い、報告書を作成した。 
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・測光・測色方式に関する課題の洗い出し 

    ・全光束制度評価方式 

    ・均一性評価方式 

    ・測色評価方式 

（実施体制：国立大学法人 山形大学）
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研究開発項目②ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発（平成 19 年度～22 年度） 

－窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発 

 

（１）高品質大口径単結晶基板の開発 

大口径有極性基板の開発においては、104cm-2～105cm-2台の2インチφ基板を実現した。また、

円運動反転間欠動作攪拌で、φ4ｲﾝﾁ基板全面にLPE成長実現した。  

高導電性・高抵抗基板の開発においては、Ge高濃度添加で低抵抗化（有（無）極性： ρ＜0.01

Ω・ｃｍ、ｷｬﾘｱ密度3x1018cm-3）を、Zn高濃度添加で、高抵抗化（（有極性） ρ～108Ω・cm、

（無極性） 1.5×105Ω・cm）に成功した。 

高品質無極性種結晶の開発については、転位密度＜106/cm2の無極性GaN結晶をNaフラックス法

により実現した。また、転位密度＜108/cm2のa面GaN種結晶を実現した。  

（実施体制：国立大学法人大阪大学、財団法人金属系材料研究開発センター、古河機械金属株

式会社） 

 

（２）高品質大口径エピタキシャル成長技術の開発 

大口径基板上の高均一・高品質結晶成長技術の開発では、超高速バルブスイッチング高温デ

ジタル MOVPE 装置を用いて、4インチサイズにおける AlN 及び AlGaN の原子層エピタキシーに

成功した。また、無極性面上 GaN におけるオフ角制御の重要性を確認した。 

高 In 組成窒化物層成長技術の開発では、In 組成 0.6 までの GaInN チャネル FET 構造を作製

し、基本動作を確認した。また、In 組成の均一性、膜厚分布ともに<±10％を達成した。 

高 Al 組成窒化物層成長技術の開発では、シミュレーションによるガス流予測を行い、デジタ

ル MOVPE 装置で、均一性の良い、Al 組成 60%を超える高 Al 組成 AlGaN の作製に成功した。 

（実施体制：国立大学法人名古屋大学－再委託：学校法人名城大学、住友電気工業株式会社、

昭和電工株式会社） 

 

（３）窒化物半導体単結晶基板上電子デバイスの評価 

窒化物基板上の横型デバイス・縦型デバイスの優位性実証の検討では、横型FETにおけるゲー

トリークと表面モホロジの相関を確認した。また、縦型FETにおけるリーク電流の起源の探索を

実施した。更に、エッチピットによる結晶欠陥の同定に成功した。 

窒化物単結晶基板上デバイスの優位性確認については、GaN基板上に実機動作用SBDを試作し

た。また、AlN基板上AlGaNチャネルFETを試作し（世界初）、耐圧2000Vを確認した。 

有極性、及び無極性デバイス構造の比較検討については、無極性基板上にHEMT構造を試作し

たが、デバイス動作に至らず、今後に向けての課題を抽出した。 

（実施体制：国立大学法人福井大学、財団法人金属系材料研究開発センター、サンケン電気

株式会社） 
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４．２ 実績推移 

研究開発項目① 

 平成 21～22 年度 

一般勘定（百万円） ５，８５７ 

特許出願件数（件） ４５ 

論文発表数（報） ８ 

フォーラム等（件） ４５ 

 

研究開発項目② 

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

需給勘定（百万円） ５８６ ５６９ ６８０ ２２１ 

特許出願件数（件） ３ １７ ２３ ３ 

論文発表数（報） １ ７ ４ １８ 

フォーラム等（件） １３ ２１ ３７ ３９ 

 

５． 事業内容 

５．１ 平成２３年度事業内容 

研究開発項目①次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発 

(1)ＬＥＤ照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

（ａ）窒化物等結晶成長手法の高度化に関する基盤技術開発 

最終目標としてバルク結晶成長方式で、結晶欠陥１０４ｃｍ－２以下、ＬＥＤ発光波長

領域において光吸収が極めて少なく、かつ研磨後の基板サイズが４inch 以上となる結晶

成長技術を、板状結晶成長方式で、結晶欠陥が１０６ｃｍ－２以下、ＬＥＤ発光波長領域

において光吸収が極めて少なく、かつ研磨後の基板サイズが６inch 以上となる結晶成長

技術をそれぞれ確立を目指す。 

本手法において、課題分析、実現方針の確定、及び方針の検証を行い、ＬＥＤデバイ

スとして発光効率２００ ｌｍ／Ｗ以上かつ平均演色評価数８０以上を達成する。また

ＬＥＤデバイスにした場合のコストを評価するための試算に向けた検討を行う。 

平成 23 年度は、高品質 GaN 基板を低コストで育成する結晶成長手法の高度化を行う。

また、高品質 GaN 基板を用いた高演色・高効率 LED を実現するために高光取り出し効率

が期待できるエピタキシャル成長技術及び LED 構造についての研究開発を実施する。 

 

9 
 



 

(2)有機ＥＬ照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

最終目標として発光面積１００ｃｍ２以上で効率 １３０ ｌｍ／Ｗ以上、平均演色評価数 

８０以上、輝度 １，０００ｃｄ／ｍ２ 以上、輝度半減寿命４万時間以上の有機ＥＬ照明光源

を実現及び、コストを評価するための試算を目指した取り組みを行う。 

平成 23 年度は、最終目標に向けた課題分析、実現方針の策定、及び方策の検討・検証を行う。

技術開発として高効率・長寿命・低電圧駆動材料に関わる材料およびデバイス技術開発、高効

率光取り出し技術開発に取り組む。同時に、０．３円／lm・年以下を目指す低コスト化に向け

た低抵抗・高透過率電極開発、製造プロセス技術開発に取り組む。 

 

 

(3)戦略的国際標準化推進事業 

（ａ）LED 光源並びに LED 照明器具の性能評価方法の国際標準化に係る研究開発 

LED 照明に関する標準化動向調査を行い、光の強さ、色、寿命等、LED 照明の性能を正しく試

験評価するために必要な研究開発を行い、標準化に寄与する。 

平成 23 年度は、下記の研究項目に取り組む。 

（ⅰ）ＬＥＤ照明利用技術に関わる評価技術開発 

（ア）LED 照明の色再現性能評価技術開発 

忠実色再現に基づく演色性に関する改正方法の修正案を検討する。また、感性評価

に基づく LED 照明の色再現性能の評価技術開発を行うために、Color preference によ

る LED 照明の演色性評価実験用器具の試作および実験を行う。 

（イ）LED 照明のグレア評価技術開発 

LED 照明のグレアに関する事件を実施し、グレアに影響を及ぼす要因を検証する。ま

た、グレア評価方法案の導出を行う。 

（ⅱ）LED 照明の測光技術の開発 

（ア）LED 照明の配光測定技術の開発 

多受光方式配光測定装置の測定精度向上のため、多受光方式の測定条件や手順の検

討を行う。また、ミラー方式配光測定装置の環境整備を行い、温度光学特性の調査や

測定条件・手順の検討を行う。 

（イ）LED 照明の視作業効率測光技術の開発 

視作業効率測光装置の光学系の設計及び試作・評価を行う。また、順応輝度推定手   

法について検討を行い、視作業効率測光装置への実装を検討する。 

（ｂ）有機ＥＬ照明に関する国際標準化 

方針として、従来の照明器具の標準を土台に、有機ＥＬ照明の課題に絞り標準化に向けた

評価・検証を進める。 
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平成 23 年度は、測色・測光方式に関して照明学会と連携を保ちながら，測定方式に関する問

題点、課題や制約事項を抽出し，その改善策を検討する。光源寿命評価などの長期間にわた

る性能評価に関する活動を開始し、有機 EL 照明標準化ガイドライン化に当たり標準化への提

言ができるデータの収集及び方式開発を行う。本成果に基づいて国際照明委員会の技術委員

 



 

会へ積極的に参加し，日本から標準化提案活動の準備・支援を行う。 

  

（ⅰ）有機ＥＬの特徴を考慮した測光・測色方式の提案・評価検証 

 （ⅱ）有機 EL 照明用光源の性能評価に関する課題抽出，寿命評価法に関する検討 

 （ⅲ）有機ＥＬ独自項目の明確化 

 （ⅳ）標準化の動向調査 

 

研究開発項目②ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 

－窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発 

 （1） 高品質大口径単結晶基板の開発  

平成 23 年度は４インチ有極性単結晶基板、及び３～４インチ無極性単結晶基板を実現する。

有極性単結晶基板では転位密度＜5×103cm－2、無極性単結晶基板では転位密度＜10５cm－2、積

層欠陥密度＜10３cm－１の特性を得る。また、伝導度制御として、導電性基板では比抵抗＜10

－２Ω･cm、高抵抗基板では比抵抗＞10６Ω･cm の特性を得る。 

 

（2） 高品質大口径エピタキシャル成長技術の開発  

平成23年度は無欠陥へテロ接合構造を実現するために、高品質、高導電性制御されたエピ

タキシャル成長法を開発し、以下の低欠陥高品質GaN及び混晶エピ層を実現する。  

 

AlGaN及びInGaN混晶エピ成長層において、Al又はIn組成 1≧ｘ≧0.5で  

転位密度＜106cm－2  

ドーピング不純物濃度 N型＞1018cm 3 P型＞1017cm－3  

口径４インチ基板上にて、面内均一度：厚み±１０％、組成：±１０％、  

ドーピング不純物濃度±２０％  

また、GaNエピ成長層において  

残留ドナー濃度＜1015/cm-3  

転位密度：有極性基板上で＜5×10３cm－2、無極性基板上で＜105cm－2  

口径４インチ基板上にて、面内均一度：厚み±５％、ドーピング不純物濃度±１０％、  

ドーピング精度±２０％  

また、上記エピ層からなる窒化物半導体ヘテロ構造において  

２次元電子ガス移動度＞2,500cm2/Vs 

 

（3）窒化物半導体単結晶基板上電子デバイスの評価   

平成23年度は有極性単結晶基板上FETと無極性単結晶基板上FETの特性の差違、及びその利

害得失を明確化する。 また、広い混晶組成範囲における耐圧と結晶欠陥の相関の明確化と研

究開発項目②（１）、（２）へのフィードバックをする。 

 

５．２ （平成２３年度）事業規模  
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需給勘定 １，８１９百万円（継続） 

事業規模については変動があり得る。 

６． その他重要事項 

６．１ 評価の方法 

ＮＥＤＯは、技術的および政策的観点から見た技術開発の意義、目的達成度、成果の技術的意

義並びに将来の産業への波及効果等について、研究開発項目①次世代高効率・高品質照明の基盤

技術開発のうち、（１）、（２）については平成２３年度に外部有識者による研究開発の中間評価を

行い、研究開発項目②ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発－窒化物系化合物半

導体基板・エピタキシャル成長技術の開発については平成２４年度に事後評価を実施する。必要

に応じてプロジェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。評価の時期については，当該

研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況などに応じて、前倒しする等、適

宜見直すものとする。 

  

６．２ 運営管理 

本研究開発の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、研究開発責任者と密接な関係を維持し

つつ、本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。 

６．３ 複数年度交付決定の実施 

契約期間：平成２３～２５年度 

７． スケジュール 

   平成２３年  

 ３月 ：部長会 

 ５月 ：技術推進委員会（対象：研究開発項目②） 

 ６月  ：中間評価（対象：研究開発項目①（１）（２）） 

 ６月 ：進捗状況春ヒアリング（対象：研究開発項目①（３）） 

 ９月～１１月 ：進捗状況秋ヒアリング（対象：研究開発項目①） 

 

８． 実施方針の改訂履歴 

（１） 平成２３年３月 制定 

 

 

以上 
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（別紙）事業実施体制の全体図 

「次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発」実施体制 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

（つづく） 

 

研究開発項目①次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発 
（１）LED 照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

株式会社イノベーション・センター 
・研究実施場所：（株）イノベーション・センター 

窒化物半導体材料技術センター（東京都港区） 
先端科学分室（大阪府吹田市） 
豊田合成分室（愛知県海部郡） 
日本ガイシ分室（愛知県名古屋市） 
名古屋大学赤崎記念研究センター分室（愛知県名古屋市） 

国立大学法人大阪大学大学院工学研究科 
・研究実施場所：大阪大学大学院工学研究科（大阪府吹田市） 

国立大学法人名古屋大学工学部 
・研究実施場所：名古屋大学工学部（愛知県名古屋市） 

三菱化学株式会社 
・研究実施場所：筑波事業所オプトエレクトロニクス研究所（茨城県牛久市）

シチズン電子株式会社 
・研究実施場所：田無オフィス開発部（東京都西東京市）

NEC ライティング株式会社 
・研究実施場所：滋賀工場（滋賀県甲賀市） 

三菱樹脂株式会社 
・研究実施場所：商品開発研究所（滋賀県長浜市） 

NEDO 技術推進委員会 

委託 

共同実施先 

学校法人 東北大学多元物質研究所 
・研究実施場所：多元物質研究所（宮城県仙台市） 

再委託 

共同研究 
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（２）有機 EL 照明の高効率・高品質化に係る基盤技術開発 

パナソニック電工株式会社 
・研究実施場所：門真本社（大阪府門真市） 

出光興産株式会社 
・研究実施場所：袖ケ浦事業所（千葉県袖ケ浦市） 

タツモ株式会社 
・研究実施場所：井原事業所（岡山県井原市） 

長州産業株式会社 
・研究実施場所：本社（山口県山陽小野田市） 

国立大学法人山形大学工学部 
・研究実施場所：山形大学工学部（山形県米沢市）

青山学院大学理工学研究科 
・研究実施場所：青山学院大学理工学研究科（神奈川県相模原市） 

コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 
・研究実施場所：材料技術研究所（東京都八王子市） 

日立造船株式会社 

・研究実施場所：本社工場(京都府舞鶴市) 

共同実施

国立大学法人東北大学工学研究科 
・研究実施場所：環境保全センター（宮城県仙台市） 

公立大学法人大阪府立大学大学院 
・研究実施場所：工学研究科（大阪府堺市） 

委託 

共同研究 

研究開発項目①次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発  

 

 

 

 

 

（つづく） 



 

 

研究開発項目①次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発 

（３）戦略的国際標準化推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東芝（株） 

・研究実施場所：東芝（株）（神奈川県川崎市）  

財団法人 電気安全環境研究所 

・研究実施場所：電気安全環境研究所（東京都渋谷区） 

国立大学法人山形大学工学部 
・研究実施場所：山形大学工学部（山形県米沢市）

パナソニック電工（株） 

・研究実施場所：パナソニック電工（株）（大阪府門真市）  

再委託 

財団法人 日本色彩研究所 

・研究実施場所：色彩研究所（埼玉県さいたま市）  

再委託 

委託 

委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづく） 
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ＰＬ：葛原正明（福井大学 教授）NEDO 
技術推進委員会 

昭和電工(株)  

・研究実施場所：昭和電工（株）（愛知県名古屋市） 

・主研究項目：・高Ｉｎ組成窒化物層成長技術 

国立大学法人名古屋大学工学部 

・研究実施場所：名古屋大学工学部（愛知県名古屋市） 

・主研究項目：・大口径基板上の高品質エピタキシャル結晶

成長技術の 検討・結晶成長その場観察 

住友電気工業（株） 

・研究実施場所：住友電気工業（株）（兵庫県伊丹市） 

・主研究項目：・高Ａｌ組成窒化物層成長技術 

国立大学大阪大学 工学部 

・研究実施場所：大阪大学大学院工学研究科（大阪府吹田市） 

・主研究項目：・窒化物単結晶成長における基礎技術の検討 

             ・高導電性及び高抵抗化有極性基板の開発 

財団法人 金属系材料研究開発センター 

・研究実施場所：金属系材料研究開発センター（東京都港区） 

・主研究項目： 

・高導電性窒化物単結晶基板の開発（無極性基板） 

高抵抗化窒化物単結晶基板の開発（無極性基板）  

古河機械金属株式会社 

・研究実施場所：古河機械金属（株）（栃木県小山市） 

  ・主研究項目：・大口径種結晶の開発 

研究開発項目②ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 

（2）高品質大口径エピタキシャル成長技術の開発 

委託 

研究開発項目②ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 

（１）高品質大口径単結晶基板の開発 

委託 

再委託先 

・主研究項目：大口径基板上の高品質ｴﾋﾟﾀｷｼｬﾙ結晶成長技術 

学校法人 名城大学理工学部 

・研究実施場所：（愛知県名古屋市） 

（つづく） 
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国立大学福井大学 工学部 

・研究実施場所：福井大学工学部（福井県福井市） 

・主研究項目：・有極性及び無極性デバイス構造の比較 

サンケン電気株式会社  

・研究実施場所：サンケン電気（株）（埼玉県新座市 ） 

・主研究項目：・窒化物単結晶基板上デバイスの優位性確認 

研究開発項目②ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 

（3）窒化物半導体単結晶基板上電子デバイス作成と評価 
委託 

縦型電子ﾃﾞﾊﾞｲｽの評価 

・  FET解析シミュレーション 

・主研究項目：横型電子ﾃﾞﾊﾞｲｽの評価 
・研究実施場所：金属系材料研究開発センター（東京都港区） 

財団法人 金属系材料研究開発センター 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 


